Химические методы нанесения слоев оксида графена, дисульфида молибдена и углеродных наночастиц для мемристивных светочувствительных структур
Митюшев Н.Д.1, Панин Г.Н.2, Баранов А.Н.3
Студент 4 курса бакалавриата
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия
2Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН, Москва, Россия
3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия
Email: nikita.mit55@gmail.com
Мемристоры-это двух-электродные устройства, резистивные состояния которых изменяются при прохождении через них заряда, и эти состояния энерго-независимы. По сравнению с 3D материалами, на которых был открыт эффект резистивного переключения, 2D материалы, такие как оксид графена (GO) и дисульфид молибдена (MoS2), позволяют создавать атомарно-тонкие структуры и использовать их уникальные структурные, электрические и оптические свойства. Двумерные материалы могут быть модифицированы с помощью углеродных наночастиц (УНЧ), что дает возможность эффективно контролировать резистивные состояния с помощью света.
Целью нашей работы было создание планарной структуры на основе оксида графена и дисульфида молибдена с использованием углеродных наночастиц для контроля фоторезистивного переключения в видимом диапазоне.
Работа состояла из следующих этапов:
1) Нанесение на вращающуюся подложку коллоидных растворов GO и MoS2. В качестве подложек использовались измерительные структуры, изготовленные методом фото и электронно-лучевой литографии (ИПТМ РАН).
2) Контроль равномерности и состава нанесенных нанослоев с помощью Рамановской и ИК-спектроскопии
3) Измерение вольтамперных характеристик (ВАХ) полученных структур с и без облучения светом в видимом диапазоне.
Было получено несколько светочувствительных мемристивных структур. На одной из них было зафиксировано резистивное переключение, чувствительное к зеленому и красному лазеру, а также к свету белого светодиода. Проводимость структуры при этом варьируется в пределах нескольких порядков при прямой и обратной развертке напряжения в диапазоне от -1 В до +1 В. Ниже приведена ее ВАХ
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Рисунок 1. ВАХ структуры восстановленного оксида графена с углеродными наночастицами
Работа выполнена при поддержке РФФИ проект №19-29-03050
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